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STUDIUL TRANZISTORULUI CU EFECT DE CÂMP CU JONCȚIUNE (TECJ sau JFET) 

Scopul lucrării 

• ridicarea caracteristicilor statice ale unui TECJ cu canal n 

• determinarea parametrilor de semnal mic ai unui TECJ cu canal n 

Considerații teoretice 

Tranzistorii cu efect de câmp se împart în două categorii: tranzistori cu efect de câmp cu 

joncţiune (TECJ sau JFET) şi tranzistori cu efect de câmp metal-oxid-semiconductor (TECMOS sau 

MOSFET).  Fiecare dintre cele două categorii poate fi cu canal de tip n sau de tip p, cele două tipuri 

fiind complementare atât ca structură internă cât şi ca funcţionare. Simbolurile folosite în schemele 

electronice pentru TECJ sunt prezentate în figura de mai jos. 

 

 În lucrarea de faţă se vor trasa caracteristicile statice şi se vor determina parametrii de semnal 

mic ai unui tranzistor cu canal iniţial de tip n (BF245A). Structura internă unui astfel de tranzistor precum 

şi funcţionarea lui fără polarizarea grilei şi cu polarizarea inversă a joncţiunii (VG < VS) sunt ilustrate în 

figurile următoare. În vecinătatea joncţiunii există o regiune sărăcită de purtători de sarcină ca urmare 

a difuziei electronilor şi golurilor. Se poate observa că în cazul polarizării inverse regiunea sărăcită de 

purtători de sarcină va determina îngustarea canalului conductor dintre sursă şi drenă. 

 

O familie de caracteristici ID = ID(UDS) este prezentată în figura de mai jos. Dacă privim o singură 

curbă pentru o valoare dată a tensiunii UGS, se poate observa că la valori mici ale tensiunii UDS 

tranzistorul se comportă ca o rezistenţă, dependenţa ID = ID(UDS) fiind liniară (zona ohmică). La tensiuni 

UDS mai mari se constată o limitare a curentului de drenă, el rămânând aproape constant pe o plajă 

largă a tensiunii UDS (zona activă, de saturație). Dependenţa curentului de drenă de tensiunea de 

negativare a grilei, ID = ID(UGS) , având drept parametru o valoare a tensiunii UDS corespunzătoare 

porţiunii plate a caracteristicii ID = ID(UDS), are următoarea expresie: 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑆𝑆 (1 −
𝑈𝐺𝑆

𝑈𝑇

)
2

 

unde IDSS este curentul de drenă de saturație pentru UGS = 0. Pe lângă tensiunea de blocare se mai 

definesc alţi doi parametri ai tranzistorului cu efect de câmp, parametri necesari în proiectarea circuitelor 

electronice (amplificatoare, oscilatoare etc.): panta de semnal mic (transconductanţa) şi rezistenţa de 

ieşire (sau rezistenţa de drenă) în vecinătatea punctului static de funcţionare, definite de relaţiile: 

𝑔𝑚 = (
∆𝐼𝐷

∆𝑈𝐺𝑆

)
𝑈𝐷𝑆=const.

          și                𝑟𝑑 = (
∆𝑈𝐷𝑆

∆𝐼𝐷

)
𝑈𝐺𝑆=const.

 

în care ∆UDS, ∆UGS şi ∆ID se calculează conform figurii de mai jos. 
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Materiale necesare 

• computer 

• programul Micro-cap 12 

• programul Scidavis 

Metodologia efectuării lucrării 

În lucrarea de față vom studia un TECJ cu canal n.  

a) Ridicarea caracteristicilor de transfer 

• se notează datele de catalog ale tranzistorului, cu specificarea semnificației lor. 

• se realizează montajul de mai jos în Micro-cap 12.  

 

• pentru două valori fixe ale tensiunii drenă-sursă, UDS = 5 V, respectiv UDS = 10 V, se ridică punct 

cu punct caracteristicile de transfer ID = f(UGS). Tensiunea UGS se reglează variind EG între 0 și 

-3.5 V cu pas de 0.1 V menținând valoarea lui UDS constantă. Valorile măsurate se trec în 

tabelul de mai jos. 

UGS 
(V) 

UDS = 5 V UDS = 10 V 

Id  
(mA) 

Id  

(mA) 

... ... ... 

... ... ... 
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• se reprezintă grafic separat caracteristicile ID = f(UGS) pentru UDS = constant.  

• de pe fiecare grafic se determină curentul de drenă de saturație, IDSS și tensiunea de blocare, 

UT. Comparați valorile obținute cu cele din catalog. 

• se realizează un fit liniar pe porțiunea liniară a fiecărei caracterisici ID = f(UGS) pentru  

UDS = constant. Se determină parametrul gm pentru fiecare caracteristică și se compară valorile 

obținute cu datele din catalog.  

 

b) Ridicarea caracteristicilor de ieșire 

• pentru trei valori fixe ale tensiunii UGS (0 V, -0.5 V, -1 V) se ridică punct cu punct caracteristicile 

de ieșire ID = f(UDS) ale tranzistorului. Reglând Vdd se variază valoarea lui UDS cu un pas de  

0.1 V între 0 și 3 V, cu un pas de 0.5 V între 3 și 5 V și cu un pas de 5 V între 5 și 20 V. Valorile 

măsurate se trec în tabelul de mai jos.  

UDS 
(V) 

UGS = 0 V UGS = -0.5 V UGS = -1 V 

Id  
(mA) 

Id  

(mA) 
Id  

(mA) 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

• se reprezintă pe același grafic cele trei caracteristici ID = f(UDS) pentru UGS = constant.  

• pentru fiecare caracteristică ID = f(UDS) se realizează un fit liniar pe zona ohmică și se determină 

rezistența canalului în zona ohmică, rohmic. 

• pentru fiecare caracteristică ID = f(UDS) se realizează un fit liniar pe zona activă și se determină 

rezistența de ieșire a tranzistorului, rd. Comparați valorile obținute cu datele din catalog.  


